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요약

    
본 발명은 패드로부터 축적된 재료를 제거하도록 유체 스트림을 안내하는 연마 패드 상태 조절기를 사용하는 반도체 디
바이스 제조 방법에 관한 것이다. 상기 유체 스트림은 연마 패드의 대부분의 영역과 접촉하도록 구성되거나, 보다 작은 
영역과 접촉하면서 상기 유체 스트림이 이동되어서 연마 패드의 다른 영역을 상태 조절하도록 구성될 수 있다. 상기 유
체 스트림은 축적된 재료의 제거를 촉진하도록 연마제 입자를 포함할 수 있다. 상기 축적된 재료의 제거를 촉진하기 위
해 상기 유체 스트림의 속도는 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 실시예에서, 본 발명은 유체 스트림을 사용하여 패드가 
상태 조절되는 CMP 공정을 사용하는 집적 회로 제조 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 패드 상태 조절기를 포함하
는 화학 기계적 평탄화 시스템에 관한 것이다.
    

대표도
도 1a
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 화학 기계적 평탄화(CMP) 장치의 실예를 도시하는 개략적인 단면도.

도 1b는 도 1a에 도시된 화학 기계적 평탄화(CMP) 장치의 상면도.

도 2a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 화학 기계적 평탄화(CMP) 장치의 실예를 도시하는 개략적인 단면도.

도 2b는 도2a에 도시된 화학 기계적 평탄화(CMP) 장치의 상면도.

도 3은 본 발명에 따라 상태 조절된 연마 패드를 사용하여 제조될 수 있는 종래의 집적 회로의 부분 단면도.

* 도면의 주요 부분에 대한 간단한 부호의 설명 *

100 : CMP 장치110 : 연마 헤드

120 : 기판 130 : 구동 모터

140 : 연마 플래튼145 : 연마 패드

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일반적으로 집적 회로에 관한 것으로, 보다 명확히 말하면, 패드 상태 조절기를 포함하는 화학 기계적 평탄화 
시스템 및 이를 사용한 집적회로 제조 방법에 관한 것이다.

    
화학 기계적 평탄화(CMP)는 현제의 반도체칩 제조에 필수적인 공정이며, 반도체 디바이스의 크기가 1 미크론 이하의 
범위로 지속적으로 축소되고 있기 때문에 점점더 중요해져가고 있다. CMP 동안, 화학적 에칭과, 기계적 연마가 조합되
어 후속하는 재료의 증착 및 포토리소그래피 단계를 위한 평탄하고 정밀한 표면을 형성한다. CMP용 연마 패드는 일반
적으로 폴리우레탄으로 제조되며 웨이퍼 아래로 슬러리를 공급하기 위한 작은 기공을 갖는다. 연마 공정의 결과로서, 
패드 재료 및 슬러리 찌꺼기가 상기 기공내에 모이게되고, 기공을 막게 되어, 슬러리 부족으로 인해 연마율이 감소되게 
된다. 또한, 이는 패드를 뒤덮어 패드 표면을 매끄럽게 만든다. 패드가 막히거나 뒤덮혀버리면, 완전한 기능을 회복시키
기 위해 패드를 " 상태 조절" 할 필요가 있다. 즉, 축적된 재료가 패드를 막아버리거나 뒤덮어버리기 전에 이를 제거하
여야 한다.
    

    
다수의 종래의 공정에서, 표면에 다이아몬드 지립을 구비한 니켈-크로뮴 합금으로 구성된 상태 조절 휠이 패드를 상태 
조절하는데 사용된다. 상기 상태 조절 휠은 예로서, 유압식 아암 등의 상태 조절 휠 액츄에이터에 의해 연마 패드에 대
해 가압되고, 이온제거수가 침식된 재료를 세척해내도록 유동되는 상태로, 패드 및 상태 조절 휠이 회전되게 된다. 상기 
다이아몬드 소자는 파묻힌 입자, 슬러리 및 연마 부산물들을 연마 패드로부터 제거해 낸다. 이 상태 조절은 패드가 " 표
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면 갱신" 되고, 새로운 기공이 노출될때까지 진행된다.
    

    
일반적으로, 상태 조절 휠은 예로서, 화학 기계적 평탄화 시스템의 캐리어 헤드 둘레의 환형 링, 나일론 브러쉬, 버튼 또
는 고형 평면 등의 다양한 형태를 취할 수 있다. 다아아몬드 마모 및 파괴시 상태 조절면의 정밀한 평탄도를 성립 및 유
지하는 것은 널리 알려진 문제점이며, 이는 상태 조절 영역(상태 조절 휠과 연마 패드 사이의 접촉 영역)이 작을 때 더
욱 심각해진다. 상태 조절 휠 표면 영역은 단지 연마 패드 표면 영역의 작은 일부에 해당하기 때문에, 전체 패드를 상태 
조절하기 위해서는 상기 상태 조절 휠이 반드시 연마 패드 위에서 전후로 이동되어야만 한다. 이는 패드의 지역적인 상
태 조절을 초래한다. 패드의 지역적인 상태 조절은 상태 조절 시간, 상태 조절 휠의 압력 및 속도, 상태 조절 휠의 마모
의 함수이다. 결과적으로, 상태 조절 정도는 연마 패드에 걸쳐 변화될 수 있다. 그러나, 연마 환경의 일관성은 웨이퍼로
부터 웨이퍼로의 극도로 정밀한 CMP 가공을 유지하기 위해 필수적이다.
    

따라서, 상술한 종래기술의 한계를 피할 수 있는 방법 및 장치가 본 기술 분야에 필요하다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
종래기술의 상술한 문제점에 기초하여, 본 발명은 상태 조절 유체 스트림을 연마 패드로 안내하여 상기 패드로부터 축
적된 재료를 제거하는 연마 패드 상태 조절기를 사용하는 반도체 디바이스 제조 방법을 제공한다. 상기 상태 조절 유체 
스트림은 연마 패드의 대부분의 영역에 접촉하도록 구성되거나, 보다 작은 영역과 접촉하면서 상태 조절 유체 스트림이 
이동되어 상기 연마 패드의 다른 영역을 상태 조절하도록 구성될 수 있다. 상기 상태 조절 유체 스트림은 축적된 재료의 
제거를 촉진하기 위해 연마제 입자를 포함할 수 있다. 상기 상태 조절 유체 스트림의 속도는 축적된 재료의 제거를 촉진
하도록 증가 또는 감소될 수 있다. 또다른 실시예에서, 본 발명은 상태 조절 유체 스트림을 사용하여 패드가 상태 조절
되는 CMP 공정을 사용하여 집적 회로를 제조하는 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 패드 상태 조절기를 포함하는 
화학 기계적 평탄화 시스템에 관한 것이다.
    

    발명의 구성 및 작용

본 발명에 대한 이해를 돕기위해 첨부된 도면을 참조로 하기에 보다 상세히 설명한다.

    
본 발명은 축적된 재료를 연마 패드로부터 제거할 수 있는 신규한 화학 기계적 평탄화(CMP) 패드 상태 조절기를 제공
한다. 상기 패드 상태 조절기는 연마 패드를 향해 안내되어 축적된 재료를 제거하는 상태 조절 유체 스트림을 사용한다. 
상기 유체 스트림의 속도는 축적된 재료의 제거를 촉진하도록 증가 또는 감소될 수 있다. 상기 상태 조절 유체 스트림의 
스프레이 영역은 일시에 연마 패드의 대부분의 영역을 상태 조절하거나 보다 작은 영역을 상태 조절하도록 조정될 수 
있다. 상기 유체 스트림은 축적된 재료의 제거를 촉진하기 위해 연마 입자를 포함할 수 있다.
    

    
따라서, 넓은 의미로, 본 발명은 종래의 상태 조절 링에 비해 증가된 표면 영역에 걸쳐 축적된 입자를 제거한다. 이 증가
된 표면 영역으로 인하여, 상태 조절은 연마 패드의 더 넓은 영역에 걸쳐 확산되고, 이는 패드의 보다 균일한 상태 조절
을 제공하며 따라서, 연마 패드 표면에 보다 작은 변화가 발생된다. 부가적으로, 상기 상태 조절 유체의 조성은 보다 균
일한 상태 조절을 위해 정적 상태로 유지될 수 있다. 이는 보다 균일한 상태 조절을 제공하여 반도체의 가공 대상면상에 
보다 균일하고 제어된 연마 작용을 제공할 수 있다.
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가공 대상면은 예로서, 화학적 기상 증착에 의해 증착된 실리콘 산화물 또는 실리콘 질화물 등의 절연체 표면, 반도체 
디바이스에 걸쳐 스핀온(spin-on) 및 리플로우(reflow) 증착 방법에 의해 증착된 유리 등의 절연층, 또는, 금속성 도
전체 상호접속 배선층 등을 평탄화하는 것을 포함한다.

도 1을 참조하면, 화학 기계적 평탄화(CMP) 장치의 일예의 개략적인 단면도가 예시되어 있다. 상기 CMP 장치(100)
는 기판 또는 반도체 웨이퍼(120)를 유지하기 위한 웨이퍼 캐리어 또는 연마 헤드(110)를 포함하는 종래의 형태일 수 
있다. 상기 웨이퍼 캐리어(110)는 일반적으로 반도체 웨이퍼(120)를 유지하도록 형성된 유지링(115)을 포함한다. 상
기 웨이퍼 캐리어(110)는 화살표(133)로 도시된 방향으로 축(A 1 ) 둘레에서 연속적으로 회전하도록 구동 모터(130)
에 장착되어 있다. 상기 웨이퍼 캐리어(110)는 화살표(135)로 도시된 힘을 반도체 웨이퍼(120)상에 작용하도록 적용
된다. 상기 CMP 장치(100)는 화살표(143)로 도시된 방향으로 축(A 2 ) 둘레에서 연속적으로 회전하도록 제 2 구동 모
터(141)에 장착된 연마 플래튼(140)을 추가로 포함한다. 블로우잉된 폴리우레탄(blown polyurethane) 등의 재료로 
형성된 연마 패드(145)가 연마 플래튼(140)에 장착되고, 이것이 가공을 위한 연마 표면을 제공한다.

CMP 동안, 화학적 용액의 콜로이드형 현탁액내에 연마제 물질을 포함하는 연마 슬러리가 연마 패드(145)상에 분배된
다. 상기 연마제 재료는 비결정 실리카 또는 알루미나일 수 있고, 연마될 재료에 따라 선택된 입자 크기등의 세부적 특
성을 가질 수 있다. CMP 동안, 상기 연마 슬러리는 슬러리 전달 도관(167)을 경유해 연마 패드(145)상으로 펌핑된다.

또한, 상기 CMP 장치는 연마 패드(145)를 상태 조절하는 패드 상태 조절기(180)를 포함한다. 패드 상태 조절 동안, 
상태 조절 유체(182)가 펌프(184)에 의해 상태 조절원 탱크(186)로부터 상태 조절기 전달 도관(190)으로 펌핑되어 
상태 조절 유체 스트림(183)으로서 연마 패드(145)상으로 펌핑된다. 상기 상태 조절 유체(182)는 연마 패드로부터 
축적된 재료를 제거하기에 충분한 접촉 압력으로 연마 패드(145)에 접촉한다. 상기 상태 조절 유체 스트림(183)의 접
촉 압력은 상태 조절 유체 스트림이 연마 패드(145)의 일부를 제거하지 않도록 선택될 수 있다. 연마 패드가 상태 조절 
동안 거칠어지는 경우, 상기 상태 조절 유체 스트림(183)의 접촉 압력은 상태 조절 유체 스트림이 연파 패드(145)의 
상부면을 제거할 수 있도록 선택될 수도 있다. 선택적으로, 상태 조절 유체 스트림(183)은 0.70kg/cm 2 (10psi) 내지 
7.03kg/cm 2 (100 psi) 사이의 접촉 압력, 또는 2.11kg/cm 2 (30psi)의 접촉압력으로 연마 패드(145)에 충돌할 수 있
다. 달리 말해서, 상태 조절 유체 스트림은 상태 조절 유체 스트림이 연마 패드에 접촉할 때 연마 패드(145)로부터 축
적된 입자를 제거하기기에 충분한 속도로 이동된다.

도 1a에 연속해서 도 1b를 참조하면, 도 1b에는 도 1a의 CMP 장치의 개략적인 평면 상면도가 도시되어 있으며, 키 소
자가 도시되어 있다. 상기 상태 조절기 전달 도관(190)은 연마 패드(145)의 스프레이 영역(200)위로 상태 조절 유체
를 안내하도록 형성된 개구(192)를 구비한다. 상기 연마 패드는 스프레이 영역(200) 아래를 연마 패드(145)의 다른 
부분들이 통과하도록 상태 조절 동안 축(A2 ) 둘레에서 회전된다. 결과적으로, 연마 패드(145)의 표면위에 축적된 입
자가 제거될 수 있다. 상태 조절 이후, 상기 연마 패드(145)는 예로서, 이온 제거수로 세척되어 연마 패드상에 남은 부
유 입자들이 제거된다.

상태 조절기 전달 도관(190)를 벗어난 이후의 상태 조절 유체 스트림(183)의 속도는 개구(192)의 형상 및 크기, 상태 
조절기 전달 도관(190)의 형상 및 크기, 상태 조절기 전달 도관(190)내의 상태 조절 유체의 압력에 의해 결정된다. 각 
이들 인자들은 변화되어 원하는 유체 스트림의 속도를 발생시킬 수 있다.

    
상태 조절 유체(182)는 상태 조절 유체내의 콜로이드형 현탁액내에 유지된 알루미나 또는 비결정 실리카 등의 연마제 
입자를 포함할 수 있다. 상기 알루미나 또는 비결정 실리카의 상태 조절 입자는 약 0.012미크론 내지 약 1.5 미크론의 
입자 크기 범위에서 변화될 수 있다. 본 기술분야의 숙련자들은 본 명세서를 통해 다른 입자 크기 및 다른 연마제가 본 
발명에 적용될 수 있다는 것을 용이하게 알 수 있을 것이다. 상기 상태 조절 유체내의 연마제 입자 크기는 슬러리내의 
연마제의 입자 크기 이하가 되도록 선택될 수 있다. 이 방식에서, 상태 조절 이후에 연마 패드(145)상에 남아있는 상태 
조절 유체로부터의 연마제 입자가 후속하는 연마 동안 기판(120)을 긁지 않게 된다. 부가적으로, 상기 상태 조절 유체
(182)내의 연마제를 형성하는 재료는 슬러리내의 연마제를 형성하는 재료와 동일하거나 또는 상이하도록 선택될 수 있
다. 재료가 동일한 경우에는 연마 패드(145)상에 상태 조절 유체로부터의 입자가 잔존하더라도 후속하는 연마 동안 반
도체 웨이퍼(120)에 대한 손상이 감소된다.
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상태 조절 유체(182)는 특정 상태 조절 공정에 대해 선택된다. 예로서, 기판(120)상에 형성된 산화층의 연마로부터 초
래된 축적된 재료를 제거하기 위해서는 상태 조절 유체로서 이온 제거수와 비결정 실리카가 사용될 수 있다. 부가적으
로, 페릭 니트레이트(ferric nitrate) 또는 포타슘 이오데이트(potassium iodate)가 상태 조절 유체로서 선택될 수도 
있다. 선택적으로, 축적된 재료가 텅스텐등의 금속을 포함하는 경우에는 하이드로겐 퍼옥사이드(hydrogen peroxide)
가 상태 조절 유체로서 선택될 수 있다. 하이드로겐 퍼옥사이드는 금속 함유 축적 재료의 제거를 돕는다는 것이 검증되
어 있다.
    

본 발명에 따라서, 연마 패드(145)는 가압형 상태 조절기의 스프레이 영역(A s ="wl)이" 반경(261; r w )을 가진 종래
의 상태 조절 휠의 표면 영역(영역 Aw ; 260)을 크게 초과하기 때문에 보다 신속하고 보다 균일하게 상태 조절될 수 있
다. 20.32cm(8in) 웨이퍼와 동일한 직경을 가진 대표적인 평면 휠 상태 조절기의 경우에, 영역 A w (260)는 Aw ="π
rw

2 으로 정의되고, 따라서, rw ="10.16cm(40in)인" 경우에 A w ="206.45cm 2 (50.3 in 2 )이 된다. 물론, 링형 상태 
조절기는 현저히 더 작은 영역을 가진다. 대표적인 스프레이 영역 A s (200)는 길이(l; 202)가 50.80cm(20in; 실제 스
프레이 영역은 약 5.08cm(2in)내지 약 76.20cm(30in)의 범위일 수 있다)이고, 폭(w)이 2.54cm(1in) 내지 약 7.6
2cm(3in)이며, A s ="1032.26cm 2 (160in2 )의 영역을 갖는다.

    
이 증가된 상태 조절 표면 영역으로 인하여, 연마 패드(145)의 보다 넓은 영역에 걸쳐 효과적으로 분산되어 상태 조절
이 실행되게 되고, 이는 연마 패드 표면내에 극히 작은 변화만이 존재하도록 하여 보다 균일한 패드의 상태 조절을 제공
한다. 이 보다 균일한 상태 조절은 순차적으로 반도체 웨이퍼의 가공대상면상에 보다 균일하고 제어된 연마 작용을 제
공한다. 상태 조절 유체는 종래의 상태 조절면에서와 같은 다이아몬드 결정의 마모 또는 탈락 등의 문제점을 갖지 않는
다. 따라서, 연마 패드 상태 조절기(100)는 공정을 가속하면서 연마 패드를 보다 균일하게 상태 조절하도록 유효 상태 
조절 영역을 증가시킬 수 있다.
    

    
도2a 및 도2b에 도시된 바와 같은 다른 실시예에서, 스프레이 영역(200a, 200b 또는 200c)은 스프레이 영역(200)에 
비해 감소된다. 이 경우, 상태 조절기 전달 도관(190) 또는 그 세그먼트(190a)는 스프레이 영역(200a)이 연마 패드(
145)에 대해 이동될 수 있도록 가동성이다. 상기 상태 조절기 전달 도관(190)은 상태 조절기 전달 도관(190)에 결합
된 유압식 아암(214)을 제어하는 제어기(212)를 사용하여 이동될 수 있다. 상기 상태 조절기는 유압식 아암(214)의 
작동을 제어하기에 적합한 컴퓨터, 프로세서 또는 다른 널리 공지된 디바이스이다. 상기 제어기(212)는 상태 조절 동
안 유압식 아암(214)을 작동시켜 상태 조절기 전달 도관(190)으로부터의 상태 조절 유체 스트림을 상태 조절 패드상
의 다른 영역으로 안내하는 수단을 포함한다. 예로서, 상태 조절기 전달 도관(190)은 화살표(194)로 도시된 경로를 따
라 이동될 수 있다.
    

    
연마 패드(145)의 각 회전 또는 복수의 회전이 끝난 이후에, 상기 상태 조절기 전달 도관(190)은 유압식 아암(214)에 
의해 화살표(194) 방향으로 이동되어 연마 패드(145)의 다른 영역을 상태 조절한다. 이 공정은 상기 연마 패드(145)
가 상태 조절될때까지 반복된다. 예로서, 영역 200a가 상태 조절되고, 그후, 영역 200b가 상태 조절되고, 그후, 영역 
200c가 상태 조절될 수 있다. 연마 패드(145)가 회전될 때, 연마 패드(145)의 영역(200a, 200b, 200c)에 대응하는 
밴드가 상태 조절된다.
    

상태 조절기 전달 도관의 다른 기구 및 이동 패턴은 본 발명의 범위 내에서 대체될 수 있다. 예로서, 상태 조절기 도관
을 이동시키는 대신, 전체 상태 조절기 시스템 또는 그 하부세트가 연마 패드(145)에 대해 이동되어 연마 패드를 상태 
조절할 수 있다.

    발명의 효과
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도 3을 참조하면, 본 발명에 따라 상태 조절되는 연마 패드를 사용하여 제조 될 수 있는 종래의 집적 회로(300)의 부분 
단면도가 도시되어 있다. 이 단면도에는 종래의 트랜지스터, 예로서, CMOS, PMOS, NMOS 또는 바이폴라 트랜지스터
를 구성하는 튜브 영역(320), 소스/드레인 영역(330), 필드 산화물(340)을 포함하는 활성 디바이스(310)가 도시되 
있다. 접점 플러그(350)는 활성 디바이스(310)와 접촉한다. 상기 접점 플러그(350)는 순차적으로 트레이스(360)에 
의해 접촉되며, 상기 트레이스는 도시되어 있지 않은 집적 회로의 다른 영역들에 접속된다. 접점 플러그(370)는 트레
이스(360)와 접속되어 집적 회로의 다음 레벨에 대한 전기적 접속을 제공한다. 또한, 유전층(380, 390)이 도시되어 
있다. 예로서, 유전층(380, 390)은 상태 조절된 연마 패드를 사용하여 평탄화될 수 있다. 부가적으로, 접촉 플러그(3
50, 370)는 상태 조절된 연마 패드를 사용하여 평탄화될 수 있다.
    

비록 본 발명을 세부적으로 설명하였지만, 본 기술 분야의 숙련자들은 본 발명의 범위와 정신으로부터 벗어나지 않고도 
다양한 변화와 변용을 안출해낼 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

유체 스트림을 사용하여 패드를 상태 조절하는 단계와,

상태 조절된 패드를 사용하여 기판을 연마하는 단계를 포함하는 집적 회로 제조 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 연마제 입자를 포함하는 집적회로 제조 방법.

청구항 3.

제 2 항에 있어서, 상기 연마제 입자는 비결정 실리콘과 실리카 중 하나를 포함하는 집적회로 제조 방법.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 제 1 연마제 입자를 포함하고,

상기 연마 단계는 제 2 연마제 입자를 함유한 슬러리를 사용하여 기판을 연마하는 단계를 포함하며,

상기 제 1 연마제 입자는 상기 제 2 연마제 입자의 입자 크기 이하의 입자 크기를 갖는 집적회로 제조 방법.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 유체 스트림 아래의 패드를 회전시키는 단계를 추가로 포함하는 집적회로 제조 방법.

청구항 6.

제 1 항에 있어서, 상기 상태 조절 단계 동안 상기 유체 스트림을 패드상의 다른 영역으로 안내하는 단계를 추가로 포함
하는 집적회로 제조 방법.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 0.70kg/cm 2 (10psi) 내지 7.03kg/cm 2 (100 psi) 사이의 압력으로 상기 패드
를 타격하는 집적회로 제조 방법.
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청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 압력은 약 2.11kg/cm 2 (30psi)인 집적회로 제조 방법.

청구항 9.

제 1 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 상기 패드상에 형성된 축적된 입자들을 제거하기에 충분한 속도로 상기 패드에 
접촉하게 되는 집적회로 제조 방법.

청구항 10.

제 9 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 상기 패드의 일부를 제거하지 않는 집적회로 제조 방법.

청구항 11.

제 9 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 상기 패드의 적어도 일부를 제거하는 집적회로 제조 방법.

청구항 12.

제 1 항에 있어서, 상기 유체 스트림을 상기 패드에 대해 이동시키는 단계를 추가로 포함하는 집적회로 제조 방법.

청구항 13.

제 1 항에 기재된 방법에 따라 제조된 집적 회로.

청구항 14.

패드상에 형성된 축적된 입자를 제거하기에 충분한 속도를 가진 유체 스트림을 사용하여 패드를 상태 조절하는 단계를 
포함하는 기판 연마에 사용되는 패드를 상태 조절하는 방법.

청구항 15.

제 14 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 연마제 입자를 포함하는 기판 연마에 사용되는 패드를 상태 조절하는 방법.

청구항 16.

제 14 항에 있어서, 상기 유체 스트림 아래의 패드를 회전시키는 단계를 추가로 포함하는 기판 연마에 사용되는 패드를 
상태 조절하는 방법.

청구항 17.

제 14 항에 있어서, 상기 유체 스트림을 상기 패드상의 다른 영역으로 안내하는 단계를 추가로 포함하는 기판 연마에 
사용되는 패드를 상태 조절하는 방법.

청구항 18.

제 14 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 0.70kg/cm 2 (10psi) 내지 7.03kg/cm 2 (100 psi) 사이의 압력으로 상기 패드
를 타격하는 기판 연마에 사용되는 패드를 상태 조절하는 방법.
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청구항 19.

제 14 항에 있어서, 상기 유체 스트림은 상기 패드의 일부를 제거하지 않는 기판 연마에 사용되는 패드를 상태 조절하
는 방법.

청구항 20.

기판을 연마하도록 적용되는 패드와,

축적된 입자를 상기 패드로부터 제거하기 위해 상기 패드에 유체 스트림을 안내하도록 적용되는 패드 상태 조절기를 포
함하는 연마 장치.

청구항 21.

제 20 항에 있어서, 상기 패드 상태 조절기는 상기 유체 스트림을 상기 연마 패드로 안내하도록 적용되는 가동성 도관
을 포함하는 연마 장치.

도면

도면 1a
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도면 1b
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도면 2a
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도면 2b
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도면 3
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